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Аннотация — Рассмотрено проведение ускоренных ис-
пытаний полупроводниковых приборов на длительную 
наработку (на примере биполярных транзисторов). Приве-
дена структурная схема разработанной экспериментальной 
установки для испытания биполярных транзисторов. 

1. Введение 
Для проведения испытаний полупроводниковых 

приборов (ППП) на длительную наработку использу-
ют ускоренные форсированные испытания, позволя-
ющие заметно сократить время испытаний. Ускоре-
ние испытаний во многих случаях достигается фор-
сированием режимов работы ППП. 

Суть ускоренных испытаний ППП заключается в 
ускорении только того механизма отказов, который 
является характерным для испытываемых приборов 
при их работе в нормальном режиме. 

2. Основная часть 
Организация ускоренных испытаний на длитель-

ную наработку биполярных транзисторов (БТ) вклю-
чает несколько этапов. На первом этапе выбираются 
основные ускоряющие факторы, способствующие 
выявлению слабых, дефектных мест в БТ. Исполь-
зуются повышенные температурные нагрузки, меха-
нические воздействия в виде линейных ускорений, 
ударов и вибрационных нагрузок, электрические 
нагрузки [1].  

На следующем этапе производится выбор моде-
ли для проведения ускоренных испытаний. Класси-
ческой количественной характеристикой ускоренных 
испытаний является коэффициент ускорения [2]: 
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где t  — время испытаний при нормальных условиях, 
без повышенных нагрузок; уt  — время испытаний 
при повышенной нагрузке. 

Для нахождения коэффициента ускорения Ку 
необходимо воспользоваться методикой расчета, ос-
нованной на моделях Пека, Аррениуса, Эйринга и др. 
[1]. 

На последующих этапах выбираются режим и 
условия проведения ускоренных испытаний. При-
нимают во внимание будущую работу БТ в нор-
мальных условиях, в первую очередь номиналь-
ную рабочую температуру и коэффициент элек-
трической нагрузки по мощности, выбираемый 
обычно из условия Кн ≤ (0,2…0,8).  

В качестве ускоряющего фактора обычно исполь-
зуют повышенную температуру. При необходимости 
для сокращения времени испытаний дополнительно 
можно выбрать и электрическую нагрузку, например 
в виде обратного смещения на коллекторном пере-
ходе транзисторов. 

Заключительный этап состоит в принятии реше-
ния о периодичности контроля работоспособности 
транзисторов при испытаниях.  

На рис. 1 приведена разработанная структурная 
схема экспериментальной установки для проведения 
ускоренных испытаний БТ. Она позволяет проводить 
испытание выборки БТ объёмом n=200 в условиях 

повышенной температуры с подачей максимально 
допустимого по ТУ обратного постоянного напряже-
ния на переход коллектор-эмиттер. 

 

 
Рис. 1 

В процессе проведения экспериментальных ис-
следований выборки БТ на длительную наработку 
периодически выполнялось измерение их основных 
функциональных параметров. На отказавший экзем-
пляр составлялся паспорт, в который записывались 
тип прибора, его номер, время, дата выхода транзи-
стора из строя и длительность его испытания. 

3. Заключение 
Организация и проведение ускоренных испыта-

ний с обеспечением периодического контроля функ-
циональных параметров БТ позволяет за короткие 
сроки получить информацию об изменении функцио-
нальных параметров от времени работы и построить 
деградационные математические модели функцио-
нальных параметров в виде зависимостей этих па-
раметров от длительной наработки. 
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Abstract — The accelerated testing method of semiconduc-
tor devices for the long-processing (for example, bipolar transis-
tors) is considered. The block scheme of the experimental ap-
paratus, designed for testing of bipolar transistors, is presented. 
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